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正向压降 VFM IF=10A 10 V
反向漏电流 IR VR=4000V 500 uA

反向击穿电压 VBR IR=1mA 5000 V

顶视图 侧视图

HTO-267A-2封装（单位：mm）

峰值反向电压 VBRM 5000
正向平均电流 IF 20
正向浪涌电流 IFSM 200
反向恢复时间 trr 500
存贮温度 Tstg -55-250
工作温
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高端电力电子器件和装置制造商

SiC Diode 北京新创椿树整流器件有限公司

CSZK20A/5000V 碳化硅二极管 
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HTO-267A-2封装（单位：mm） 引出端极性：  1-阳极  2-阴极
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